7. Примеси и дефекты 
Исследование метастабильных дефектов в эпитаксиальных слоях n-GaAs методом высокоразрешающей Лапласовской релаксационной спектроскопии глубоких уровней
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Метастабильные дефекты M3/M4 [1], наблюдающиеся в кристаллах и эпитаксиальных слоях в n‑GaAs, являются важным и интересным объектом, поскольку было установлено, что они связаны как с водородом [2], так и с доминирующим дефектом в GaAs - EL2-центром [3]. Особый интерес вызывает  изучение метастабильных свойств глубоких центров M3/M4 и их корреляция со структурой дефекта. Однако, несмотря на достаточно интенсивные исследования [2-6] и полученные к настоящему времени данные о составе дефекта и числе входящих в него атомов водорода [4], микроскопическая структура и механизм конфигурационной перестройки пока до конца не выяснены. Один из неясных вопросов, касающихся дефектов М3/М4, это - несоответствие наблюдаемых концентраций дефектов в состояниях М3 и М4: концентрация М4 как правило значительно превышает концентрацию М3. Для объяснения было предположено наличие нескольких компонент дефекта в состоянии М4 [5], однако надежного разделения компонент М4 до сих пор получено не было.

В настоящей работе с помощью высокоразрешающей методики Лапласовской релаксационной спектроскопии глубоких уровней (РСГУ) [7] экспериментально получено явное разделение компонент дефекта М4 и представлены первые результаты раздельного изучения компонент.

Исследовались дефекты с глубокими уровнями (ГУ) в эпитаксиальных слоях n‑GaAs, выращенных методом газофазной эпитаксии и обработанных в потоке атомарного водорода. Получено явное разделение пика РСГУ, соответствующего дефекту М4, на две компоненты, определены энергии активации и эффективные сечения захвата [8]. Показано, что компоненты дефекта М4 имеют разную зависимость скоростей эмиссии от электрического поля и хорошо разделяются в полях выше 4∙104 В/см. Исследовано соотношение концентраций дефекта М3 и компонент дефекта М4 в процессе конфигурационной перестройки. Показано, что дефект в состоянии М4 может быть двухзарядным центром, обсуждаются предположения о модели центра с отрицательной корреляционной энергией применительно к М4. 
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